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１．概要（Summary） 

 太陽電池用 Si 薄膜の高品質化のためにアルミ誘起成

長法(AIC)による Si 薄膜をテンプレートとした固相エピタ

キシャル成長を試みている。AIC は Al と Si の膜厚が重

要な成長パラメータであるため微細加工プラットフォーム

所有の段差計を利用することでナノスケールでの膜厚制

御を行った。その結果、膜厚を薄くすることで結晶方位の

そろった高品質な膜が得られることが分かった。今後はさ

らに、この膜をテンプレートとしたSiの固相エピタキシャル

成長を実施する予定である。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 段差計（アルバック社製、Dektak 150） 

 

・実験方法 

石英ガラス上にスパッタリングにより Al と Siをそれぞれ

成膜した試料を作製し、段差計により膜厚を測定した。膜

厚は、成膜前に試料の一部にマスクを施し、成膜後には

がすことで段差を作り評価した。 

AICの成長では、Fig. 1 のようにガラス基板上に Al と

Siの積層膜を成膜し、550°Cで熱処理することで Siの多

結晶膜を成長させた。この時、各膜厚を 60nmと 90nmと

した 2種類の試料を作製した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 2に Alの膜厚を変えて AICを行った試料の方位

解析画像を示す。この図では結晶方位を色で表しており、

例えば青紫色の領域が{111}面を表している。Al の膜厚

が 90nm の試料では様々な方位の結晶粒が見られるの

に対し、60nm の試料ではほぼ全面に渡って{111}面とな

っていることが分かる。したがって、AICのAl膜厚を小さく

することで、結晶方位がそろった高品質の Si 薄膜が成長

できることが分かる。この原因として、核形成の場所が考え

られる。膜厚が薄い場合、ガラス基板上で核形成が起こる

ため、基板の界面エネルギーを小さくするような方位となる。

一方膜厚が厚いと膜の内部で3次元核形成するため方位

がランダムとなったと考えられる。 

今後の予定として、この高品質 Si 薄膜の上にもう一度

スパッタリングによりアモルファス Si膜を成膜し、熱処理す

ることで固相エピタキシャル成長を行う。これにより太陽電

池のデバイス作製が可能となる。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・装置の使用に関して齋藤清範様にご協力いただきまし 

 た。感謝申し上げます。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 

 なし。 
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          Fig. 1 Growth mechanism of AIC 

 

          Fig. 2 Orientation maps 


